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(54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ СИТАЛЛА СТ-50-1 ПОД ХИМИЧЕСКОЕ
НАНЕСЕНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
технологии подготовки поверхности ситаллов
под химическое нанесение токопроводящих
покрытий или полупроводниковых пленок,
например, сульфидов свинца или кадмия, и может
быть использовано в производстве микрочипов
и фотоэлементов. Способ подготовки
поверхности ситалла СТ-50-1 включает
подтравливание поверхности ситалла 5 об.%
воднымрастворомфтористоводороднойкислоты
в течение 1,5-2 мин при комнатной температуре,

травление ситалла 40 мас.% водным раствором
КОН или NaOH при температуре 60-70°С в
течение 15-20мин и последующуюактивацию0,02
М водным растворомAgNO3 в течение 15-20 мин
при комнатной температуре. Технический
результат заключается в обеспечении
упрощенным способом подготовки ситалла для
равномерного нанесения токопроводящего или
полупроводникового покрытия с высоким
сцеплением с ситалловой основой. 7 пр.
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(54) METHOD OF PREPARING GLASS CERAMIC GLASS SURFACE “СТ-50-1” FOR CHEMICAL
APPLICATION OF CURRENT-CONDUCTING AND SEMICONDUCTOR FILMS
(57) Abstract:

FIELD: technological processes.
SUBSTANCE: present invention relates to the glass

ceramic surface preparation technology for the chemical
application of current-conducting coatings or
semiconductor films, for example, lead or cadmium
sulphides, and can be used in production of microchips
and photocells. Method for preparation of glass ceramic
surface “СТ-50-1” involves undercutting glass ceramic
surface with 5 vol.% aqueous solution of hydrofluoric
acid for 1.5–2 minutes at room temperature, etching

glass ceramic with 40 wt.% aqueous solution of KOH
or NaOH at temperature of 60–70 °C for
15–20 minutes and subsequent activation with 0.02 M
aqueous solution of AgNO3 for 15–20 minutes at room
temperature.

EFFECT: providing a simple method of preparing
glass ceramic for uniform application of a current-
conducting or semiconductor coatingwith high adhesion
to the glass ceramic base.

1 cl, 7 ex
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Изобретение относится к способу подготовки поверхности ситалла СТ-50-1 под
химическое нанесение токопроводящихиполупроводниковыхпокрытий, включающему
подготовку поверхности ситалла под нанесение токопроводящих покрытий или
полупроводниковыхпленок.Электроизоляционные свойства ситалла, высокая твердость
имеханическаяпрочность используются врадиотехнике и электроннойпромышленности
как диэлектрическая основа в производстве микросхем и микрочипов.

В настоящее время в открытой печати для нанесения покрытий на ситалловуюоснову
для подготовки поверхности ситалла используют ультразвуковую обработку
(Ультразвуковая толстопленочная металлизация неметаллических материалов в
производстве изделий электронной техники. Технол. в электрон. пром-сти, 2008, №3,
с. 44 - 47, 7 пл., Библ.15, Рус.). Металлизацию ситаллов осуществляют методом
молекулярно- лучевой эпитаксии илинапылением (ПанинА.В.,ШугуровА.Р., Лисовская
Т.И., Игумнов И.К. «Способ получения наночастиц на поверхности подложки» Пат.
2373303, Россия,МПКС23C 14/58), В82В3/00 (2006.01) Омск, гос. ун-т№2008130221/02,
заявл 21.07.2008, опубл. 20.11.2009. рус.).

Обработка ситалла ультразвуковым методом сопровождается некоторым
разрушением поверхностных свойств керамической основы, т.к. структура ситалла
чрезвычайно мелкокристаллическая. Металлизация напылением также носит
разрушающий характер для ситалла и требует последующего шлифования покрытия.
Кроме того, производство микрочипов на ситаллах таким способом требует сложной
аппаратуры.

Предлагаемое изобретения представляет способ химической подготовки поверхности
ситалла, обеспечивающий равномерное нанесение токопроводящего покрытия или
полупроводниковых пленок сульфидов свинца или кадмия. Процесс производится в
растворах, поэтому поверхность образца находится в объеме, что обеспечивает
равномерность подготовки. Предлагаемые условия травления обеспечивают высокое
сцепление нанесенной пленки с кремниевой основой.

Техническим результатом предлагаемого способа подготовки ситалла СТ-50-1
являетсяравномерноенанесение токопроводящегопокрытиямедииполупроводниковых
прокрытий сульфидных пленок свинца или кадмия, с помощью которого достигается
высокое сцепление покрытия с ситалловой основой. Все процессы производятся в
растворах, поэтому такая обработка обеспечивает равномерность покрытия, а
предлагаемые условия травления обеспечивают высокое сцепление наносимой пленки
с ситалловой основой. В отличие от существующих способов обработки ситалла под
нанесение пленочных покрытий не требуется сложной аппаратуры, а используется
стандартная линейка производства печатных плат. Предлагаемая технология не
разрушает ситалл в отличии от известных способов металлизации ситалла.

Сущность способа заключается в том, что обработка 5 об.% водным раствором
фтористоводородной кислоты в течение 1,5-2 мин необходима для создания
микрошероховатости на поверхности ситалла.

Последующая обработка ситалла раствором 40 вес.% щелочи (КОН или NaOH) при
температуре 60-70°С в течение 15-20 мин для ситалла СТ-50-1 закладывает химически
активные центры, которые после активации 0,02 М водным раствором азотнокислого
серебра в течение 15-20 мин создает группы, обеспечивающие высокое сцепление
медного покрытия или сульфидных пленок с ситаллом.

Способ обработки ситалла СТ-50-1 представлен следующими примерами:
Пример 1
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
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Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.
Промыть проточной водой, ополоснуть дистиллированной водой.

2. Образцы обработать 5% водным раствором фтористоводородной кислоты при
комнатной температуре в течение 1,5 мин промыть проточной и дистиллированной
водой.

3. Обработать образцы 40 %-м раствором щелочи при температуре 70°С в течение
15мин, промыть проточной водой с последующимополаскиванием дистиллированной
водой.

4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого
серебра в течение 20 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.

5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.
Осаждение медного покрытия происходит в течение 20-30 мин равномерно по
поверхности ситалла. При нанесении насечки покрытие остается на месте, т.е. адгезия
меди с кремниевой основой достаточная.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. (L.G. Skorny-
akov, A.A. Uritskaya. Thin solid film. 735, (2021), 138878. Effect of diffusion on the formation
of chemically deposited films of СdS and other chalcogenides). Пленка PbS получается ровная
и плотная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

Пример 2
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.

Промыть проточной водой, сполоснуть дистиллированной водой.
2. Образцы обработать 5 об.% водным раствором фтористоводородной кислоты

при комнатной температуре в течение 1,5 мин, промыть проточной и дистиллированной
водой.

3. Обработать образцы 40 вес.%-м водным растворомщелочи при температуре 70°С
в течение 5 мин, промыть проточной водой с последующим споласкиванием
дистиллированной водой.

4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого
серебра в течение 20 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.

5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.
Осаждение медного покрытия при этих условиях подготовки поверхности ситалла не
произошло в течение более 1 часа.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. Пленка PbS
получается очень тонкая и неровная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается тонкая и неровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS не
осадилась.

Пример 3
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.

Промыть проточной водой, сполоснуть дистиллированной водой.
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2. Образцы обработать 5% водным раствором фтористоводородной кислоты при
комнатной температуре в течение 1,5 мин, промыть проточной и дистиллированной
водой.

3. Обработать образцы 40%-м водным раствором щелочи при температуре 70°С в
течение 15 мин, промыть проточной водой с последующим споласкиванием
дистиллированной водой.

4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого
серебра в течение 5 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.

5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.
Осаждение медного покрытия при этих условиях подготовки поверхности ситалла не
произошло.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. Пленка PbS
получается очень тонкая и неровная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается тонкая и неровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS
осадилась слабой и неровной.

Пример 4
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.

Промыть проточной водой, сполоснуть дистиллированной водой.
2. Образцы обработать 5% водным раствором фтористоводородной кислоты при

комнатной температуре в течение 1,5 мин промыть проточной и дистиллированной
водой.

3. Обработать образцы 40 %-м водным раствором щелочи при температуре 70°С в
течение 20 мин, промыть проточной водой с последующим споласкиванием
дистиллированной водой.

4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого
серебра в течение 20 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.

5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.
Осаждение медного покрытия происходит в течение 20-30 мин равномерно по
поверхности ситалла. При нанесении насечки покрытие остается на месте, т.е. адгезия
меди с ситаллом достаточная.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. Пленка PbS
получается плотная, ровная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

Пример 5
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.

Промыть проточной водой, сполоснуть дистиллированной водой.
2. Образцы обработать 5% водным раствором фтористоводородной кислоты при

комнатной температуре в течение 2 мин, промыть проточной и дистиллированной
водой.

3. Обработать образцы 40%-м водным раствором щелочи при температуре 70°С в
течение 20 мин, промыть проточной водой с последующим споласкиванием
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дистиллированной водой.
4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого

серебра в течение 30 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.
5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.

Осаждение медного покрытия происходит в течение 20-30 мин равномерно по
поверхности ситалла. При нанесении насечки покрытие остается на месте, т.е. адгезия
меди с кремниевой основой достаточная.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. Пленка PbS
получается плотная, ровная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

Пример 6
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.

Промыть проточной водой, сполоснуть дистиллированной водой.
2. Образцы обработать 5% водным раствором фтористоводородной кислоты при

комнатной температуре в течение 1,5 мин, промыть проточной и дистиллированной
водой.

3. Обработать образцы 40 %-м водным раствором щелочи при температуре 70°С в
течение 10 мин, промыть проточной водой с последующим споласкиванием
дистиллированной водой.

4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого
серебра в течение 20 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.

5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.
Осаждение медного покрытия происходит ровное и тонкое, но при нанесении насечки
сцепление оказывается недостаточным и на некоторых участках происходит
отшелушивание покрытия.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. Пленка PbS
получается неровная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается слабая и неровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS
получается слабая, неровная.

Пример 7
1. Образцы ситалла обрабатываются моющим раствором состава (г/л):
Na2CO3 - 10; Na3PO4 - 10÷20, СМС - 10 в течение 5-10 мин при температуре 50-70°С.

Промыть проточной водой, сполоснуть дистиллированной водой.
2. Образцы обработать 5%растворомфтористоводородной кислоты при комнатной

температуре в течение 1,5 мин промыть проточной и дистиллированной водой.
3. Обработать образцы 40 %-м раствором щелочи при температуре 70°С в течение

15 мин, промыть проточной водой с последующим споласкиванием дистиллированной
водой.

4. Активировать поверхность образцов ситалла 0,02 М раствором азотнокислого
серебра в течение 15 мин. Промыть в проточной и дистиллированных водах.

5а. Осадить медное покрытие из тартратного комплекса на поверхность ситалла.
Осаждение медного покрытиея происходит в течение 20-30 мин равномерно по
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поверхности ситалла. При нанесении насечки покрытие остается на месте, т.е. адгезия
меди с кремниевой основой достаточная.

5в. Осаждение сульфидной пленки свинца из аммиачного комплекса. Пленка PbS
получается плотная, ровная.

5с. Осаждение сульфидной пленки кадмия из аммиачного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

5d. Осаждение сульфидной пленки кадмия из цитратного комплекса. Пленка СdS
получается плотная, ровная.

(57) Формула изобретения
Способ подготовки поверхности ситалла СТ-50-1 под химическое нанесение

токопроводящих и полупроводниковых пленок, включающий подтравливание
поверхности ситалла 5 об.% воднымрастворомфтористоводородной кислоты в течение
1,5-2 мин при комнатной температуре с последующим травлением ситалла 40 вес.%
водным раствором щелочи КОН или NaOH при температуре 60-70°С в течение 15-20
мин и активацию 0,02Мводным раствором азотнокислого серебра в течение 15-20 мин
при комнатной температуре.
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